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1

Allgemeine Beschreibung

1e1s
Allgemeineg technische Daten

Steckeinheitenabmessungens 215 mm x 170 mm

Steckraster: 20 mm

Steckverbinder: 2 x 58polig, indirekt, Bauf, 304-58
TGL 29331/03 bzw.
2 x 58polig, direkt
TGL 29331/01

Einsatzklasee: 5/60/30/95/10-1E
Betriebsspannung: 5p & 5V

5N 4 -5V

5P &5V

12Pp2L127V o

Siehe dazu spezifische technische
Daten des jeweiligen Speicherw
moduls,

1426
Speicherorganisation

Piir die Adressierung des Speichers des Mikrorechners X 1520
stehen 16 AdreB8bits zur Verfiigwig. Das erlaubt, max. 64K Byte
Speicherzellen wahlfrei zu adressieren.

Durch SchaltmaSnehmen auBerhalb der Moduln des K 1520 kann
unter Benutzung der Signalleitungen /MEMDI1 und /MEMDI2 auf
dem Koppelbus die Speicherkapazitdt erweitert werden. Die Aufe
rufbreite betrZgt 8 Bit. Die Speicherkepezitit kenn Je nach
Brfordernis des Gesamtgerites durch den wahlweisen Einsatz von
Pestwert~ und Schreib-Less-Speichern realisiert werden. Es
steht ein Sortiment von Speichermoduln zur Verfiigung, aus dem
-der Speicher bis zur adressierbaren Kapazititsgrenze in be-
liebiger Kombination aufgebaut werden kenn., Allen Speicher-
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moduln knnen entsprechend des Spsichervolumens iiber Program-
mierginrichtungen auf den Steckeinheiten (Wickelbriicken oder
Schalter) zusammenhingendes AdreBbereiche zugeordnet weiden,
wobei die Speicheranfangsadressen ganzzahlige Vielfgche von

4K bilden. Demit ist es mtglich, geschlossene Speicherfelder
zu erzielen und sie den Erfordernissen der Programmsystems
anzupassen. Adressen dlirfen debei nicht mehrfach belegt werden,
Das ist im AdreBbereich von #@@P bis @PFFF besonders zu beach-
ten. Denh sind diese Adressen auf den ZRE-Steckeinheiten

K 2521 ..+ K 2524 einem 4K-Speicher fest zugeordnet.

Die Speichersteckeinheiten werden ein- und éﬁsgangsaeitig auf
dem BUS parallel geschaltet. Damit ergibt sich ein steckplatzw
unabhiingiger Einsatz der Speichersteckeinheiten.

Alle die Speicher beriihrenden AdreB-, Daten- und Steuerlei-
tungen des Bussges gind durch Pufferachaltkreise mit Low~Power«
Schdttky-Eingﬁngan von den Steuer- und Speicherschal tkréisen
entkoppelt., Die Pufferschaltkreise der Datenleitungen arbeiten
bidirektional und besitzen einen "Tri-stete"-Zustend., Die auf
den Speichersteckeinheiten erzeugten.Sisuersignale werden iiber
Open-~Kollektor-Baustufen ausgesendet.

Zur Geschwindigkeitssynchronisierung zwischen Prozessor und

Speicher =ind die Speichersteckainheiten mit einer "WAITR
Steuerng" ausgeriistet, :

Ein Quittierungssignal "RDY" wird ausgesendet, wenn eine aus-
gewihlte Steckeinheit einen gliltigen Lese- oder Schreibaufruf
erhilt und ein Datenaustausch vorgenommen wird, ’

1.3,
Anschlufbedingungen der Speichermoduln

- Signalpegel: Low~-Potential: Bingidnge ~ 1,0 ,..+0,85 ¥
Ausginge O +..+0,45 ¥

High~Potential: Bingiinge + 2,0 ..o+ 5,5 V

' Ausginge + 2,4 ..o+ 5;5 ¥
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- Signalbslasiung: :
Alle von den Speichersteckeinheiten empfangenen Signale
(Adre8- und Steuerbits, Dateneingang) werden mit
max, 0,25 mA belastet.
Der Datenausgang ist mit 15 TTL-Lasteinheiten (24 mA) be-

lastbar.

Die Open-Kollektor-~Ausgénge der Steckeinheiten treiben max.

10 TTL-Lasteinheiten (16 mA); wobei sich im Lastkreis auBSerw
halb der Steckeinheit jeweils mindestens ein Lastwiderstand

befinden muB.

- Von Speichermoduln empfangene Signale:

Adressoe

Daten

MREQ

MEMDI,
MEMDI1,
MEMDI2

16 Bit, ABO ... 4B15

Die nisderwsrtigen Bits ab ABO dienen der inter-
nen AdreBentschliisselung in den Speicherchips,
nachfolgende Bits entschliisseln AdreBgruppen
auf den Stéckeinheiten und die hichstWertigen
Bits wihlen die gewiinschte Steckeinheit ause

8 Bit, DBO ... DB7
Einschreibende Daten bei "/RD" und "WR" auf
bidirektionalem Datenbus,

Speicheranforderungssignal, wirkt funktionell.
als Taktsignal fiir Speicher.

Aktiviert zeitbestimmend /CE-Einginge der Spei-
chexrchips,.

Befehlssignal "Speicher schreiben"”
Steuert die Arbeitsweise "Lesen" oder "Schrei-
ben" der Speicherchips iiber deren Eingang /WE.

Befehlsamsignal "Speicher lesen™
Bestimmt die Wirkungsrichtung der bidirektiona-
len Datenpuffer,

Speichersperrsignal
Es ist iiber Wickelbriicken oder Schalter wahl-
weise vom Systembus X1:B09 oder Koppelbus

X2:421 (MEMDI1) bzw. X2:B21 (MEMDI2) zu empfangen.

6 1.12.517011.0/61

RFSH

TAKT,
M1

Bedeutung der diesbeziiglichen Wickelbriicksn
bzw, Schalter in der Reihenfolge:

1 geschlossen - MEMDI iiber X1:B09 empfangen

2 geschlossen - MEMDI1 fiber X2:A21 empfangen

3 geschlossen - MEMDI2 iiber X2:B21 empfangen
Das Sperrsignal schaltet die Ausgangspuffer zum
Datenbus in den "Tri-state"~Zustand und sperrt
die /CE-Einginge der Speicher, Dadurch k@nnen
externe Gerdte auf dem Bus verkehren, ohne die
Speicher zu besinflussen. Dariliber hinaus wird
eine zusdtzliche Steuerung der Speicher in Abe
héingigkeit von AdrefSbereichen bzw. zZusiitzlichen
Adrefbits mdgliche '

Betriebsarten:

~ Normalkonfiguration bei mex. Spesicherkapazitiét
bis 64K Byte:
Briicke MEMDI geschlossen, MEMDI1 und MEMDI2
offen ’

- AdreBerweiterung unter Benutzung des Sperr-
gignalss
Briicke MEMDI offen, MEMDI1 oder MEMDI2 jJe
nach gewiinschter Programmierung der STE ge~
schlossen, '
Zusatzverdrahtung auf Koppelbus und Zusatze~
elektronik srforderlich.

Steuersignel fiir das Auffrischen dyn. RAM~Spei-
cher ,

Systemtekt wnd Kennzeichen "Befehlslesezyklus":
Zur Ausldsung eineg "WAIT"-3yklus widhrend des
Befehlslesezyklus (M1-Zyklus) erforderlich.

~ Von Speichermoduln generierte Signale: .
Daten

- 8 Bit, DBO ... DB7

Aus Speicher gelesene Daten bei RD und /WR auf
bidirektionalem Datenbus. )
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WAIT - Signal 16st "WAIT"-Zyklus im Prozessor sus.

Dies wird erforderlich, wenn die Zykluszeit des
Speichers griBer als die Zeitdauer des Bsfehlsw

lesezyklus ist.

~ "WAIP"~Zyklus wird unterdriickt, wenn diesgbezlig-
liche Auswahleinrichtung auf der BLP gebriickt
ist. Ein "WAIT"-Zyklus kann in Abhingigkeit von

einer weiteren Auswahleinrichtung auf der BLP
wahlweise wihrend eines Befehlslesezyklus
durch das Signal M 1 oder wihrend eines jeden
Speicherzyklus durch das Signal MREQ {OPS K
3520, OFS K 3620) oder nur wihrend eines Be-

fehlslesezyklus (PFS K 3820) aktiviert werden.
RDY - Quittierungssignal., Wird ausgesendet, wenn auf

betreffender Speichersteckeinheit eine adras-
sierte Speicherzelle hardwsremidBig vorhanden

ist und zum Datensusteausch zur Verfiigung steht,

- Ansteuerbedingungen:
Die dyn. Kennwerte der Speichermoduln sind auf das Signal-
spiel des gemeinsamen Bussystems des MR K 1520 abgestimmte
Folgende allgemeine Bedingungen sind zu gewdhrleistens
Die Adresse muf mindestens 530 ns am Bue stabil anliegen,
MREQ erscheint 140 bis 240 ns nach Anlegean der giiltigen
Adresse und bleibt bis AdreBwechsel sktiv, Es muB dabei
mindestens 300 ns vor Schreibimpulsende WR gliltig sein und

blg zu dessen Ende anliegen, wenn der Speicher beschrisben
wird, -

Der Schreibimpuls WR selbst muB spdtestens 300 ns vor dem
folgenden AdreBwechsel anliegen und bis zum AdreBwechasl
gliltig sein. Beim Lesen erscheint RD spdtestens 170 ns nach
AdreBwechsel und bleibt mindestens bis Ende MREQ sktiv,

M1 wird wie die Adresse geschaltet,

Zu schreibende Daten miissen mindestens 300 ns vor Abschalten

von WR tis zum Abschalten von WR anliegen.

Gelesene Daten gind spdtestens 450 ns nach AdreSwechssl giil-

tig. Die Ubernahme in Nachfolgeregister erfolgt kurz vor
der Abschaltflenke von MREQ.

8 1.12.517011.0/64
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Operativepeicher OPS X 3520

2.1.
Kurzcharakteristik

Def Schreib~Lese-Speicher (Operativspeicher) OPS K 3520
dient zur Speicherung eller variablen Dsiten widhrend des Pro=
gremmablaufs im Mikrorechner K 3520,

Er wird durch den Steckeinheitsntyp 012-7011 mit indirektem
bzwe. 012-7016 mit direktem Steckverbindsr rsalisiert und
beinhaltet sinen 4K Byte grofen statischsn Halbleiterspeiw-
cher (nMOS~RAM) mit den zur Entkopplung, Auswahl und An~
steusrung erforderiichen bipolaren Schaltkreisen.

2.2‘

Spezifische technische Daten

Speicherkapazitdts
Speicherschaltkreistyp:

Zugriffzeits
Betriebsarten:

Daténerhalt:

Stromverscrgung:

4K Byte

(Anordnung von 4 x 8 Speicharchips)
Q240

1K x 1 Bit, nMOS

£ 530 ns ,

"Lessn" oder "Schrziben" als
ahgeschlossene Zyklen in beliebi.
gear Reihenfolge

Information geht bei Abschaltung
der Bstriebagapannung verloren.

Ein Datenerhalt ist mdglich, wenn
im Ruhezustand des Speichers eine
Spannung (Schlafspennung) von
auBen iibar Kiemme 5PG zugefiihrit
wird. Diege Spennung mu 2 V sein,
52 =57V + 5 %, typisch 0,6 A

fiir Stenerslektronik und Puffer~
schaltkresise

9 1.12.517011.0/64



5PG = 5 V + 5.%, typisch 1,1 A
(bei 2 V Schlafspeannung etwa
0,8 A) fiir Speicherschaltkreises

20 3’
Programmierung der Steckeinheit

2.3.1. -
Programmierfelder der Steckeinheit

0PS -K 3520
- Bestickungsseife -

437
o 0 o
A30 32

naler )
@uﬁﬁgwm@ Mxm?gmMV »

Abb., 1.

Die Progremmierfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren oder
Mikroschaltern. Im ersteren Fell erfolgt die Programmierung,

indem Wickelstiftpaare in Wickeltechnik miteinander verbunden
werden,

23624
Adre ssenzuordnung

Die 16 Adrefisignale werden im Speichermodul wie folgt 'bewartetq

ABO ... AB9 = interne Chipadressiérung
AB10, AB11 -~ Auswahl einer der 4 1K~Bldcke auf der STE

10 1.12.517011.0/61

AB12 +.¢ AB15 - Auswahl der Steckeinheit in Abhingigkeit von
der Adressengzuordnung der Steckeinheit

Zuordnung des Adrefbereiches der Steckeinheit:

Uber 4 Wickelbriicken bzw., 4 Schalter X8:1 ... 4, X9:1 ... 4
wird dem Speichermodul ein wihlbarer zusammenhiingender AdrefSw
bereich von 4K Adressen szugeordnet.

Das Programmierfeld erhilt in bindrer Verschliisselung die
Anfengsedresse des gewlinschten AdreSbereiches. Die Adresse ist
ein ganzzahliges Vielfaches von 4K,

Kodetaballe:

Wickelbriicken

AdreBbereich X8:4-X9:4 X8:3-X9:3 XB8:2-X9:2 X8:1-X9:1

0000~0FFF - - - -
1000 1FFF B - » - Briicke
2000-2FFF - - Briicke -
3000-3FFF - - Briicke Briicke
4000~4 FFF - Briicke - -~
o« e . . . .
FOOO-~-FFFF Briicke Briicke Briicke Briicke

Bei Schelterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

2.3.3. ' ‘
Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

Im Speichermodul Wickelbriicken’

wirksame Signsale X6:1-XT7:1 X6:2-XT7:2 X6:3-X7:3
MEMDI (X1:B09) Briicke - -

MEMDI1 (X2:421) - Briicke -

MEMDI2 (X2:B21) - - Briicks

1 1,12.517011.0/61



Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke” dem geschlolsoncn
Schalter,

2.3.4.
"WAIT"-Generisrung

Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschalt-
kreige hiingt es ab, ob widhrend eines Befehlslesezyklus oder
wdhrend eines jeden Speicherzyklus (Befehlszyklus sowie
Schreib-Lese-Zyklus) im K 1520 {iber "WAIT" eine Zeitver-
l@ngerung vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein

"WAIT"-Zyklus erforderlich ist, Durch die konkrete Bestiickung

der BLP ist schon vorgegeben, wie die Einstellung erfolgen
muf,

Fur den allgemeinen Anwendungsfall kann die Einstellung wie
folgt vorgenommen werden:

Generierung von "WAIT": Briicke
X10:3 = X3;13 offen

Unterdriickung der "WAIT"-Bildungs
Briicke X10:3 -
X11:3 geschlossen

"WAIT"-Generierung erfolgt nur wihrend eines Befehlszyklus
(M3)s

Briicke X31:X32

geschlossen
"WAIT"~Generierung erfolgt wihrend eines jeden Speicher=-
zykluse

Briicke X30:X31

geschlossen
2¢3.5.
Betriebsspannungszufiihrung 5rG

Normalerweise werden die RAM;Speicherhausteine iiber den Be~
triebsspannungsanschluf 5PG versorgt. In Sonderfillen, wo die
Anschliisse 5PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann 5PG steck-
einheitenseitig durch die Briickung der Wickelstifte X10:2-
X11:2 mit S5PG verbunden werden.

12 1.12.517011.0/61

2ede
Funktionsbeaschreibung

2.4, 10

'Vhrwendnngszweck

Der OPS K 3520 wird im Mikrorechner K 1520 als Operativspei-.
cher (statischer Schreib-Lese-Speicher) eingesetzt.

2.4.2.

Funktion

Die Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen Speicher=
Matrix, Ein- und Ausgabapuffer und Auswahl- und Steusrelek-~
tronik. Die Wirkungsweispe der Schaltung iet im Blockschalt-
bild Abb. IX/2 dargelegt.

Die Spelchermatrix besteht aus 4 Gruppen zu je 8 Speichers
chips Q240. Jedes Chip enthdlt 1K Bit, Bine Gruppe von 8 Chips
bildet einen Speicherbereich von 1K Byte. Jede der 4 vorhan-
denen Chipgruppen wird durch ein gesondertes /CE-Signal akti-
viert.

Alle 10 gleichnemigen Adrefeinginge und der Steuerelngang [WE
(Schreib«Lese-Steuerung) der Speicherchips sind miteinandar
verbunden und werden von den entsprechenden Bussignalen {iber
Schottky-TTﬁ-Puffcrschaltkreise SE12 gespeiste

Bei den Detenein- und Ausgengsleitungen sind jeweils dis glei-
chen Bits der 4 Chipgruppen parallslgeschaltet und mit Bidi-
rektional arbeitenden Datenpufferschaltkreisen SE16 verbunden,
die die Verbindung mit dem Systembus herstellen. Befindst sich
dis Steckeinheit im Ruhezustend, sind die Datenpuffer hochw
ohmig und beeinflussen das Interfacespiel auf dem Systembus
nichts

Die ebenfalls iiber SE12 verstirkten Adrefsignale AB10 und AB11
werden im 1 asus 8-Dekoder-Baustein SE05 umkodiert und aktivie~
ren eins der 4 Speicheransteucrsignale /CE, wenn gleichzeitig
des Anforderungssignel MREQ enliegt, das Speichersperrsignal
MEMDI nicht aktiv ist (/MEMDI), kein Refresh-Zyklus vorliegt
(/RFSH) und die Steckeinheit durch die gepufferten AdreBsignale

13 1.12.517011.0/61



AB12 bis AB15 entsprechend der Adressenzuordnung ausgewihlt
wurde * .

Der Exklusiv-Odsr-Baustein PS86 ilbernimmt die Adressenum-
schliisgelung in Abhiéingigkeit vom Progremmierfeld X8-X9. Ein
geschlossener Schalter bzw. gebriicktes Wickelstiftpaar ergibt
ein Nullsignal em zugehtrigen Exklusiv-Oder-Bingang. Disss .
Null bewirkt éine_unnegierte Weiterleitung des zugeordneten
Adrefbite zur Auswerteschaliung. Bei High-Signal erfolgt eine
Wegation des AdreBbitpotentiala, Nur bei einer bestimmbten Wers
tigkeit der AdreSbits AB12 bis AB15 beziiglich der Belegung der
Wickelbriicken wird die Steckeinheit angesprochen. In diesem
Falle sind aslle 4 Einginge der Auswerteschaltung auf ﬁHigh"-
Potential,

Wird ein /CE-Signel freigegeben, werden ebenfalls die Daten-
puffer zum Datenaustausch aktiviert, wobei RD. die Wirkungs-
richtung vorgibt, wird das Kennungssignal RDY erzeugt und

‘die Blockierung des "WAIT".Bildungs-Netzwerks aufgehoben, sow
fern die Auswahlbriicke X10:3-X11:3 nicht gesetzt ist. So kemn
ein "WAiT"-zyklus eingegchoben werden.

WAIT wird von einer Schiebekette aus 2 D-Flip-Flops abgelei-
“tet, die mit dem BUS-Signal M1 oder MRE Q und dem Systemtakt
TAKT gesteuert wird, Durch Einsatz von Open-Kollektor-Bau-
gtufen filr QAIT und RDY wird durch susgangsseitiges Zusammen-
schalten auf dem Systembus eine "Oder"-Funktion realisiert.

Zur Durchschaltung der Prioritdtenkette auf dem Bus des
K 1520 werden die Klemmen /IBI, /IEO, /IEI1, /ZIEO1 und /BAI,
/BAO auf der Steckesinheit jeweils miteinander gebriickt,

Um bei allgemeiner Netzausscheltung em Mikrorechner X 1520
einen Datenerhalt der Spsicherschaltkreise durch externe
Stiitzung der Betriebsspannung zu ermdglichen, ist die Strom-
vergorgung der Steckeinheit in zwel Kreise aufgeteilt. toer
Klemme 5PG werden die Speicherchips gespeist. Ein Datenerhalt
ist gesichert, wenn die Spannung 5PG im Ruhezustand des Spei-
chers suf eine Schlafspannung von minimel 2 V abgesenkt wird.

14 1.12.517011.0/61

- Dabei kenn die 5P fiir die Pufferw~, Auswaehl- und Stenerschalis

kreise abgeschaliet werden. Damit im Zu- und Abschalivorgang.
der Spannung 5P keine undsfinierten Ansteuerbedingungen am
Speicher wirksam werden ktnnen, die zum Datenverlust. fiihren,
werden CE-Signale konjunktiv mi$ einsm internen Speichersparra
gignal verkniipft. Dieses Sperrsignal, gebildet in einer Komw
paratorschalfung, wird Null, sobeld die Bstriebsspannung 5P
dis untsre Toleranzgrenze wnterschreitet. Demit ist sichere
gestellt, daB der Treiber PS526 in dissem Fall kein aktiview
rendes Ansteuersignal fiir dile Speicher sussendsn kann,

iver den mit der Spannung 5PGI verbundensn Arbeitswiderstine
den dar Open-Kollektor-Treiberbaustufen wird auch im Schlafe
zustend der erforderliche "High"-Pegel am /CE-Eingang der
Speicherchips aufrechterhalten,

Zur Abblockung von kurz- und langzeitigen StbSrungen auf den
Betriebsspannungen 5P und 5PG sind (in der Leitungsfithrung
verteilt) Sitlitz~ und Sieb-Kondensatorsn angeordnst,

15 1.12.517011.0/61
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3.
Programmierbarer Festwsrtspeicher FPFS K 3820 -

3.1s

Kurzcharekteristik

Der programmierbsrs Festweritspelcher dient der Spsicherung
von Pegtdaten filr nichtvariable Programme u.i. innerhalb
des Halbleiterspeichers K 1520,

Er wird durch den Steckeinheitantyp 012=7041 mit indirektem
bzw, 012-7046 mit direktem.steckverbinder realisiert und
beinhaltet einen 16K Byte grofSen programmierbaren Festwerte
speicher (EPROM~Speicher) mit dem zur Entkopplung, Auswahl
und Ansteusurung erforderlichen bipslaren Schaltkreisen,

Die EPROM=~Schaltkreise sind {iber 24polige DIL~Steckfassungen
auf der Steckeinheit kontaktisrt, Das Beschreiben der EPROM-
Schaltkreise erfolgt auBerhalb der Steckeinheit auf einem
EPROM-Programmiergerit. Eine Anderung der ROM-Lsseinformation
ist jederzeit durch Austausch oder Umprogrammierung der
EPROM-Schal tkreise mdglichs

302,
Spezifische technische Daten

Spesicherkapazitdts 16K Byte
’ (Anordnung von 16 Speicherchips)
Speicheregchaltkreiatyp: QR60
. 1K x 8 Bit nMOS

Zugriffezeite < 530 ns

Betriebsarten: "Lesen®™ als abgeschlossener Zyklus
(Programmieren oder Ldschen der
Speicherbausteine ist nur extern
mit Programmisrgerdt moglich).

Datenerhalt: Energieunabhingige Speichsrung

von Fegtdaten

-
-~
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Stromvorlprgung: 5P = 5V +5%, typs 0,9 A
' 5 = =5 V + 5%, typ. 0,5 A
12P = 12 V. + 5 %, typ. 0,9 A
Bs ist defiir zu sorgen, daB die
Spannung 5N nicht spdter als 10 ms
nach Zuscheltung von 5P bzw, 12P
ihren Nennwert erreicht und hdche
stens 10 ms vor Wegfall der 6P
bzwe. 12P abgchaltets

73.3‘.
Programmierung der Steckeinheit

3.. 3 L] 1 L ]
Programmierfelder der Steckeinheit
PFS-K3820
- Bestickungsseife -
ot
Q
%9
$39
$29
614 .
A8 A9 g?g%?
6--0-0 16
p ’ Kverbinder
sz:ck/;;;gbmda" Srecl Xlg

“Abb, 3

Diﬁ Prog:ammieffeldér bestehen aus Wickelstiftpaaren oder
Mikroschaltern., Im ersteren Fall erfolgt die Programmierung,
indem Wickelatiftpaare nach der Wickeltechnik miteinander
verbunden werden,

18 1.12.517011.0/61

3.3.2.
Adre gsenzuordnung

Die 16 AdreBsignale werden im Speichermcdul wie folgt bewertet:

ABO ... AB9 ) - interne Chipadressierung

AB12 ... AB15 -~ Umkodierung in Abhdngigkeit von der im
Programmierfeld X8-X9 fixierten Adresse.
Die im Speicher wirksame Adresse AB12K ...
AB15K ergibt sich aus der stellenrichtigen.
Subtraktion der in X8-X9 eingegebenen Steck-
einheitenadresse von der angelegten Adresse
AB12 ... AB15.

AB10, AB11, - Auswahl einer der 16 1K Byte-Bldcke der STB

AB12K, AB13K (Chipauswahl)

AB14K, AB15K - Auswahl der Steckeinheit, wenn beide Signale
Nullpotential besitzen,

Zuordnung des AdreBbereichs der Steckeinheit:

Uber 4 Wickelbriicken bzw. 4 Schalter X8:1 ... 4, X9:1 ... 4
wird dem Speichermodul ein wihlbarer zusammenhiingender AdreSe
bereich von 16K Adressen zugeordnet,

Das Programmierfeld erh#lt in bindirer Verschlisselung die
Anfangsadresse des gewiinschten AdreBSbersiches.

Diese Adresse ist ein ganzzehliges Vielfaches von 4K.
Kodetabelles

Wickelbriicken.
Adrefibereich X8:4-~X934 XB:3-X9:3 XB:2-X9:2 X8:1-X9:1

0000~ 3FFF - - - -
10004 FFF - - - Briicke
2000-~5FFF - - Briicke -
3000-6FFF - - Briicke Briicke
1000~TFFF - Briicke' - -

0000-FFFF Briicke Bricke - -

19 -1.12.517011.0/61



Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke™ dem geschlossenen Bei Schalterbestiickung entspricht “Briicke"™ dem geschlossenen
Schalter. Schalter.

3.3 30 . . 3.3.5. .
Plazierung der ROM-Elemente auf der Steckeinheit "WATT"-Generierung

Die programmierten ROM-Elemente werden #ber DIL-Steckfassungen
auf der Steckeinheit kontaktiert. ’

Von den dynamischen Deten der aufgerufenen Speicherschaltkreise
hingt es ab, ob wihrend des Befehlszyklus im K 1520 eine Zeit-
Die einzelnen Steckpléitze reprisentieren die im folgenden verlingerung iiber "WAIT" vorgenommen werden muS.
Schema dargestellten relativen AdreBbereich der Steckeinheit i

_ Durch die konkrete Bestiickung der Steckeinheit ist bereits
(bezogen auf die programmierte Steckeinheiten-Anfangsadresse).

vorgegeben, wie die Einstellung erfolgen muBl.

Flir den allgemeinen Anwendungsfall kenn die Einstellung wie
folgt vorgenommen werden:

- -37FF | 3800 - 3BFF 3C00 - 3FFF
%000~ 33FF #0073 Generierung von "WAIT" im M1-Zyklus: Briicke X10-X11 offen

Unterdriickung der "WAIT"-Bildung: Briicke X10-X11 geschlossen.

2000 - 23FF 2400 - 27FF 2600 - 28FF 2000 - 2FFF

7000 - T3FF 7400 - 77FF 600 - 18FF 7€00 - TFF

3.4,
Funktionsbeschreibung
0000 -03FF | 0400 -07FF | 0soo -o8rF | acoo - oFFF
3edetle
r Steckverbinden 42 Verwendungszweck

Der PFS K 3820 wird im Mikrorechner K 1520 als programmier-~
barer Pestwertspeicher (Nur-Lese-Speicher) eingesetzt und

Abb, 4 erhiilt fixe Daten oder Programme.
3e3e4s 3.4.2.
Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI Funktion

Im Speichermodul wirkw Wickelbriicken
semespSperrsignal ‘ XG:?-X‘?M | X6:2-X7:2 | X6:3-XT7:3

MEMDI (X1:B09) | Briicke - -
MEMDI1 (X2:421) - Briicke | -
MEMDI2 (X2:B21) - - - | Briicke
20 1.12.517011.0/61 ,

Die Steckeinheit beinhaltet die Punktionsgruppen Speicher—
matrix, Bin- und Ausgebepuffer und Auswahl- und Steuerelektro—
nik,

Die Wirkungsweise der Scheltung ist im Blocksehaltbila

Abb, '5 dargelegt.

-21 1.12.517011.0/61



Die Speichermatrix besteht aus 16 Speicherbausteinen Q260 zu
je 1K Byte 4 8 Bit Speicherkapazitiit. Diese Bausteine sind
auswechselbar auf DIL-Steckfassungen gesetzts

Alle 10 gleiclmani:lgen AdreBeinginge der Speicherchips sind
miteinander verbunden und werden von den entsprechenden Buse
signalen Uber Schottky~TTL-Pufferschaltkreise SB12 gespeist.
Die gleichnamigen Datenausginge sind ebenfalls parallelgs-
schaltet und mit den Datenpufferschaltkreisen SE16 verbunden,
die die Lesedaten mit "Tri-State®-Ausgang an den Systembuu
abgeben.

Auswahl und Aufruf der 1K-Speicherbereiche, die durch separate
Speicherbausteine realisiert werden, erfolgt iiber 16 /CE-Signa-
le, die zur "High"~Pegel-Erhthung mit Jje einem Ziehwiderstand
versehen sind.

Liegt ein Speicheraufruf vor, wird dber ein Netzwerk aus wei
"1 aus gn.Dekoderbai steinen SEO5 eines der /CB~Signale durch
Nullsetzen aktiv. Bin Speicherplatz entsprechend angelegter
Adresse wird gelesen.

Die Umkodderung der iiber den Bus angelegten vier hﬁehsten
Adrefbits wird durch einen Adderbaustein PS83 vorgenommen.

Die Subtraktion: Angelegte Adresse AB12 ... AB15 minus in
Programmierfeld eingegebene STE-Anfangsadre sse (geschloseener
Schalter = logisch "High"-Potential) wird technisch realisiert1
indem das Zwelerkomplement der Anfangsadresse im Baustein |
addiert wird. Als Ergebnise der Operation entsteht die echte
interne Steckeinheltenadresses Die AdreSbits AB10, AB11 und
die umkodierten Bits AB12K und AB13K werden zur Speicherchip-
Auswahl im Dekoder SEOS verwendet, wihrend die umkodierten
Bits AB14K und AB15K, wenn sie Nullpotentiel besitzen, zusam-—
men mit MREQ, /RFSH und. JMEMDT die Dekoder SEO5 freigeben und
demit die Steckeinheit auswihlen und sktivieren. Bel program=—
mierter Leseoperation werden unter gleichen Bedingungen asuch
die Datenpuffer asktiviert, vorausgesetzt, ein "RDY"-Signel
wurde suf Grund giltiger Leseinformetion gebildet. AuBerdem
wird das "WAIT"-Bildungs-Netzwerk freigegeben. Ist die Brilcke

.92 » 1.12.517011.0/61

i _110-111 nicht gesetzt, wird aus der mit "M1" und "Takt" ange-

-teuerten Sohiebekette eus 2 D-PF das “WAIT"-Signal abgelci—
et und dia;]unktiv au:C den Bus gescheltet.

Die Bildung des "RDY"—Signals wird bei den ROM-Spelchern vom
Datenausgang der Bpeicherchips abgeleitet. Das hat den Vorteil,
das das "RDY"-S:lgnal neben der Aufrufbestditigung der Stecke
e:theit, -eine Aussage lber das hardwaremi8ige Vorhandensein

des angesprochenen ROM-Speicherchips mit beinhaltet. Ausge-
wertet wird, ob die 'Détenleitungen einen gilltigen Logikpegel
besitzen oder ob der hochohmige "Tri-state"-Zustand vorliegt.
Dagu reicht es aus, wenn ein Datenbit durch die Auswerte~
schaltung mit dem Komparatorbaustein AS10 bewertet wird.

Liegt der hochohmige Zustand vor, werden die Spannungspegel
an den gzwei Eingdngen des Komparators durch die zwei Span-
anungsteiler so eingestellt, daf am Komparatorausgang, und
damit fir RDY, ein Nullsignal entsteht, Bei "Low"- oder
"High"-Potentlal auf der Datenlelitung werden die Potentiale
‘an den Spannungsteilern Uber die zwei Eingengsdioden so ver-
#ndert, daf der nichtnegierends Eingang des Komparators ge-
genllber dem negierenden eine positive Spannung ennimmt., Der
Bauateinausgang schaltet dahmi auf "High"~Potentiak. Disses
Signal wird disjunktiv els RDY auf den Bus gelegt. "

Eine in die Schaltung einbezogene gesteuerte Open-Kollektor

‘Baustufe beschleunigt beim Uvergeng de? Datenleitung in den
hochghmigen Zustand die Umladung der Kapazitiiten und verbes-
sert somit das dynamische Verhalten des Signals RDY,

Zur Durchschaltung der Prioritétenketten suf dem Bus des K
1520 werden die Klemmen /IEI, /IR0, /IEI1, /IEO1 und /BAI,
/BAO auf der Steckeinheit jeweils miteinander gebriickts

Zur Abblockung von kurz- und langzeitigen St®rungen suf den
Betriebaspannungen 5P, SN und 12P sind (in der Leitungsfilh-
rung verteilt) Stiitz- und Sieb-Kondensatoren angeordnet.
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ABO... ABII
Adresse. AB710,ABH \
ABO... 75 .
ﬁ%?%”" ABTK ,
ABL2.75 \  adressen- \ABBK Spefcher-
/RQ————-/MA£W umschlibler A@mmmw
&%%;_ | (75 Chips)
signale
/MREQ /g *
Programmierfe
/RFSH STE-Adresse
e}
AB 14k AB 10K
JMEND!
IMENMDIT /CET
; o7 > JCET6
MEM [ Black -
auswan! —
/RO -
/M7 Daten-
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' - Steuer-, -
TAKT /zzxg, elekironik
JRFSH | Daten
. DBO..7
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Bildung 3
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JIEI
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Abb, 5 Blockschaltbild K 3820
24
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4.

Operativ-/Festwertspeicher OFS K 3620

4.1,
Kurzcharekteristik

Der kombinjerte Schreib-Lese-Speicher (Operativspeicher) und
programmierbare Festwertspeicher OFS K 3620 dient der Spei-
cherung von variablen sowie Festdaten innerhalb des Halblei-
terspeichers K 152 O, Dieser Speichermodul ermdglicht in der
Kombination mit den anderen Speichermoduln eine Flexibilitgt
in der Zusammensetzung der Halbleiterspeicher und realisiert
Gkonomisch kleine Speicher, Der OFS XK 3620 wird durch den
Steckeinheitentyp 012-7031 mit indirektem bzw. 012-7036 mit

.direktem Steckverbinder realisiert und beinhaltet einen 2K

Byte groBen statischen Halbleiterspeicher (nMOS-RAM) und
einen 6K Byte groBSen programmierbaren Festwertspeicher (EPROM)
mit den zur Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderli-
chen bipolaren Scheltkreisen.

Die EPROM-Schaltkreise sind iiber 24polige DIL-Steckfassungen
auf der Steckeinheit kontektiert,

Das Beschreiben der EPROM-Schaltkreise erfolgt auBerhalb der
Steckeinheit auf einem EPROM-Programmiergerit. Fine Anderung
der ROM- Leseinformation ist jederzeit durch Austausch oder

Umprogrammierung der PROM-Schaltkreise mdglich,.

4.20
Spezifische technische Daten

Speicherkapazitdt 2KByte . statischer RAM

(Anordnung von 2x8 Speicherchips)
6K Byte: EPROM

(Anordnung von 6 Speicherchips)
Q240

1K x 1 Bit; nMOS

Q260

1K x 8 Bit; nMOS

Speicherschaltkreistypen:

25 1.12.517011.0/61



Zugriffsekeit:
Betriebsartens

Datenerhalt:

Stromversorgung:

S 530 ns

Abgeschlossene Zyklen "Lesen" oder
#Schreiben® in.beliebiger Reihen-
folge beim RAM und "Lesen" beim
EPROM, - '

(Programmieren oder Lischen der
EPROM ist nur extern mit Program-
miergerit mdglich).
Energieunabhéngige Datenspeicherung
bei ROM-Speicher.

RAM-Information geht bel Abschal-
tung der Betriebsspannung verlo-
ren. Ein Datenerhalt ist mdglich,
wenn im Ruhezustand des Speichers
eine Spannung “‘GSghlafspammng)
von suBen iiber Kléme‘ 5PG zuge~
fihrt wird. Die Spénnu?xg muf

2 2 V sein.

50 = 5V + 5%, typ. 0,7 A

fiir ROM-Speicher, Steuerelektro-
nik und Pufferschel tkreise

5pG = 5 V + 5 %, typs 0,5 A

(bei 2 V Schlafspannung etwa

0,3 4)

fiir RAM-Speicherschaltkreise

5N = -5V + 5%, typ. 0,2 4

12P = 12 V+ 5%, typ. 0,3 A

Es ist dafiir zu sorgen, daB die
Spannung 5N nicht spdter els 10 ms
nach Zuschaltung von 5P bzw. 12P
ihren Kennwert erreicht wnd hdch-
stens 10 ms vor Wegfall der 5P
bzw. 12P ebschaltet.

26 1.12,517011.0/61

4 . 3.
Programmierung der Ste ckeinheit

4.3.1.
Programmierfelder der Steckeinheit

-OFS - (3620,
- ungsseife -
A30 X¥31A32
ob6o o 0 o
228 X105611
223 : 15
A10X11
o7
13
_1 &mm?ymw Steckverbinaer

7 s

Abb. 6

Die Programmierfelder bestehen asus Wickelstiftpaaren oder
Mikroschaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Programmierung,

indem Wickelstiftpaare nach der Wickeltechnik miteinander
verbunden werden.

40 3'2.

Adressenzuordnung

Die 16 AdreBsignale werden im Speicher wie folgt bewertet:

ABO ... AB9 -~ interne Chipadressierung

AB12 ... AB15 - Umkodierung in Abhingigkeit von der im
Programmierfeld K10:1 «.¢ 4 -~ X11:1 ... 4
fixierten Adresse. Die im Speicher wirk-
same Adresse AB12K ... AB15K ergibt sich
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aus der stellenrichtigen Subtfaktion
der eingegebenen Steckeinheitenadresse
von der angelegten Adresse AB12 ... AB15.
iB10, 4B11, AB12K - Auswahl einer der 8 1K-Bldcke der STE
) (Chipauswahl)
AB13K ... AB15K - Auswahl der Steckeinheit, wenn alle 3
Signale Nullpotential besitzen.

uordnung des AdreBbereichs der Steckeinheit:

jber 4 Wickelbriicken bzw. 4 Schalter X10:1 ... 4, X11:1 ... 4
wird dem Speichermodul ein wihlbarer zusammenhingender Adref-
bereich von 8K Adressen zugeordnet. -

Das Programmierfeld erhdlt in bindrer Verschliisselung die An-
fangsgadresse des gewiinschten Adrefbereiches. Diese Adresse ist
ein ganzzahliges Vielfaches von 4K. ’

o

Kodetabelle:

Wickelbriicken:
AdreBbereich X10:4~X11:4 | X10:3-X11:3 | X10:2-X11:2| X10: 1-X11:1
0000~ 1FFF - : - - -
1000 2FFF - - - - Briicke
2000~ 3FFF - - Briicke -
3000-4FFF - . - Briicke Briicke
4000-5FFF - Briicke - -
EBOOQ-FFFF Briicke Briicke Briicke -

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

28 1.12.517011.0/61

443430
Vertauschung der RAM/ROM-Bereiche

Un eine gute Flexibilitdt in der Gestaltung der RAM- und ROM-
Bereiche im Gesemtspeicher K 1520 zu gewdhrleisten, kinnen die:
RAM/ROM-Bereiche -des Speichermoduls asdressenméfig gespiegelt
werden, Die Speicherfolge wird mit Kodierbriicke X10:6-X11:6
featgelegt.

X10:6-X11:6 adressenmiBige Speicherfolge
- 2 K RAM, 6K ROM
Brlicke 6K ROM, 2K RAM

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

Es ist die unterschiedliche relative Adresse der ROM-Elemente
zu beachten,

40 304-

Plazierung der ROM-Elemente auf der Steckeinheit

Die progremmierten ROM-Elemente werden iber DIL-Steckfamssun~
gen auf der Steckeinheit kontaktiert.

Die einzelnen Steckpldtze reprédsentieren die im folgenden
Schema dergestellten relativen AdrefBbereiche der Steckeinheit
(bezogen auf die programmierte Steckeinheiten-Anfengsadresse).
Die AdreBbereiche unterscheiden sich in Abhiingigkeit von der
Belegung der Wickelbriicke X10:6-XX1:6 (Reihenfolge der RAM/
ROM-Speicher).

Die in Klammern dargestellten Adressen gelten fiir die Spei~
cherfolge 6K ROM, 2K RAM (X10:6-X11:6 gebriickt).
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7€00 - 1FFF.
(0000 - 03FF)

0 -7
(3%0 OgFF)

7400 - 17FF,
(0800 - 0BFF)
7000 - 13FF.
(0600 - OFFF)

rb_______

000 -~ OFFF
(7000 - 73FF)

r________

(1400

(

Avb, 7

4¢3e5e
Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

443, 6,
"WAIT"-Generierung

Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschalt-
kreise héngt es ab, ob wihrend eines Befehlslesezyklus oder
wihrend eines jeden Speicherazyklus {(Befehlslesezyklus sowie
Schreib-Lese~Zyklus) im K 1520 eine Zeitverliéngerung ilber
"WAIT" vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein
"WAIT"-Zyklus erforderlich ist,
Durch die konkrete Bestiickung der BLP ist bereits vorgegeben,
wie die Einstellung erfolgen muB,
Fir den allgemeinen Anwendungsfall kann die Einstellung wie
folgt vorgenommen werdens ‘
Generierung von "NAIT": Briicke

X10:15 - X11:5 offen
Unterdriickung der "WAIT"-Bildungt )

Briicke X105 -~ X1935 geschlossen
"WAIT"-Generierung erfolgt nur wihrend eines Befehlslese-
zyklus (M1):

Briicke X31 - X32 geschlossen
"WAIT-Generierung erfolgt wihrend eines jeden Speicherzyk-
luss Briicke X30:X31 geschlossen

4. 3.7‘.
Betriebsspannungszufithrung 5PG

Im Speichermodul wirk- Wickelbriicken

same Sperrsignale X631-X7:1 116:2-17:3| X6:3-XT7:3
MBEMDI (X1:B09) Briicke - -

MEMDI1 (X2:A21) - Briicke -

MEMDI2 (X2:B21) - - Briicke

Bei JSchalterbestiickung entspricht "Briicke" dgm geschlossenen
Schalters

20 1.12.517011,0/61

Normalerweise werden die RAM-Speicherbausteine iiber den Be-

triebsspannungsanschluB8 5PG versorgt. In Sonderfdllen, wo
die Anschliisse 5PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann 5PG
steckeinheitenseitig durch Brlickung der Wickelstifte X12-X13

mit 5P verbunden wexrden,
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4.4.
Funktionsbeschreibung

4.401.
Verwendungszweck

Der OFS K 3620 wird im Mikrorechner K 1520 als kombinierter
Operativepeicher (statischer Schreib-Lese=Speicher) und pro-

grammierbarer Festwertspeicher (Nur-Lese-Speicher) eingesetzt.
Golhe Lo

Funktion

Die Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen Speichermatrix,
Ein- und Ausgabepuffer und Auswahl- und Steuerelektronik,

Die Wirkungsweise der Schaltung ist im Blockscheltbild

Abb, IX/8 dargelegt.

Die Speichermatrix besteht aus 2 Gruppen zu.jé 8 RAM-Speicher-
chips Q240 und aus 6 EPROM~Speicherchips Q260. Die ™ ROM~-Baustei~
ne sind auswechselbar suf DIL-Steckfassungen gesetzto

Da der Speichermodul K 3620 eine Kombination der speicherabge-
riisteten Moduln K 3520 und K 3820 darstellt, gind auch die
Scheltungsdetails praktisch identisch,so de8 auf die Beschrei-
bungen der beiden Moduln 2.4.2. wd 3.4.2. verwiesen werden
kann.

Eine modulspezifische Lsung stellt aie Adressenumschliisselung
und die RDY-Bildung dar.

Zur Adressenumschliisselung wird wie beim K 3820 ein Adderbau-
stein PS83 in dort beschriebener Art und Weise eingesetzt.
Entsprechend der vorliegenden SpeichergrtBe werden hier 3
ungeschliisselte AdreBbits AB13K ... AB15K zur Blockeinheiten-
auswahl herangezogen. Um eine wahlweiase Adressenspiegelung
vornehmen zu kdnnen, werden die AdrefBbits AB10, AB11 und das
umgeschliisselte AdreSbit AB12K dem 1 aus 8-Dekoder-Baustein
SEO5 zur Bildung der /CE-Signale iiber Exklusiv-0Oder-Baustufen
(PS86) zugefiihrt. Diese Baustufen negieren die AdrefRbitse,
wenn die Wickelbrlicke X10:6~X11:6 geschlossen ist. Diese Ne-
gation bewirkt, daB bei aufwirtszihlender Adresse die /CE-
Signale in abfallender Nummernfolge aktiviert werden. Bel
offener Briicke ist diese Nummernfolge steigend,
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Diese Schaltungsmafnahme ergibt eine wahlweise Verteuschbar-~
keit der RAM/ROM-Bereiche des Speichermoduls,

Das RDY-Signal wird fiir die RAM- und ROM-Speicher unter-
schiedlich gebildet., Beim RAM-Speicher wird das Signal von
den /CE-Signalen fiir die zwei 1K-RAﬁ-Speicherblﬁcke abge-
leitet, wihrend flir den ROM-Speicher wie beim K 3820 ein De-
tenbit des Speicherausgengs ausgewertet wird. Alle Bildungs-
komponenten des Signals werden disjunktiv zum RDY-Signal ver-
kniipft und euf den Bus gelegt.

Durch die hier gegeniiber X 3820 vorgenommene Vertauschung der
zwei Bingtinge des Komparatorbausteins erreicht man ein

negiertes Auswertesighal em Bausteinsusgeng, so daf die

disjunktive Verknlipfung leicht vorgenommen werden kenn,
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